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１．概要（Summary） 

BOSCH法による Si Deep etching技術は高アスペク

ト構造の作製に重要な役割を果たしている。Siエッチング

を行う際のマスク材料として各種レジスト材料や Si酸化膜、

Cr などのメタル材料が用いられる。その中でレジスト材料

はリソグラフィー技術により直接パターン形成可能なため

他のマスク材料より少ない工程数でプロセスを行うことが

でき、より生産的な材料といえる。しかし、一般的にレジス

トは他のマスク材料と比較してエッチングの選択比が低い

ため、高アスペクト構造の形成には不向きである。そこで

本検討ではレジストマスクを用いた高アスペクト構造の形

成を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深堀りドライエッチング装置 2 (Φ4”) 

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

 Siエッチング用のマスク材料にはリソグラフィー技術によ

り形成した 3.5 m 厚レジストを用い、深堀ドライエッチン

グ装置(Φ4”)により 5 m ピッチの Line/Space パターン

をエッチングした。 加工後の Si 形状は超高分解能電界

放出形走査電子顕微鏡を用いて評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 今回エッチングした Si の断面 SEM 画像を Fig. 1 に

します。本検討ではマスク材料に 3.5 m 厚レジストを用

いて約 70 m のエッチングに成功した。エッチング部の

寸法が 2.5 m であるため、アスペクト比は 28 程度であ

る。エッチングの選択比としてはmask : Si = 1 : 20であ

った。また、加工形状についてもパターントップとボトムで

ほぼ同様の寸法であり、垂直性を保った結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 CS-SEM image of Si high-aspect structure. 

 

本検討ではマスク材料としてレジストを用いた Si エッチン

グを行い、アスペクト比 28 の高アスペクト構造の形成に

成功した。今後は加工条件の最適化を行い、さらなる高

アスペクト構造の形成を行う予定である。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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